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Fabrication and evaluation of longer wavelength MQW on relaxed thick InGaN 
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【まえがき】可視光 InGaN-LEDの下地層には GaNが一般的に用いられている。しかし、発光波長が長

波長になるにつれ、発光層の InGaN と GaN との格子定数差が大きくなり InGaN 層のミスフィット転

位の増加や量子閉じ込めシュタルク効果（QCSE）の影響の増加により、LEDの発光効率は低下する。高

品質な InGaN下地層が実現できれば、上記の格子定数差は小さくなり、ミスフィット転位の減少および

QCSE の低減等が期待される。更に様々なアプリケーションへの応用が期待できる。我々はファセット

成長を使った InGaN下地層の高品質化の検討を行っている。これまでに我々は作製した InGaN下地層の

MQW(多重量子井戸層)の成長では GaN上のものと比較して長波長化かつ強度が改善を報告してきた。そ

こで今回はMQWの条件を変えることにより長波長化の検討を行ったので報告する。 

【実験】c面サファイアの a軸平行に mask/window（3 µm/3 µm）の SiO2のストライプパターンを形成し、

その基板上にMOVPE法によりwindow領域から{11-22}面を有するGaNのファセット構造、続いて InGaN

ファセット構造を成長した。その後、化学機械研磨（CMP）による表面の平坦化を行い、InGaNテンプレ

ート基板を得た。長波長化の検討においてまず初期検討としてGaN上のMQWの温度変更(800℃～680℃)

を行った。また、GaN テンプレート上の 680℃の MQWと InGaNテンプレート上の 680℃の MQWを成

長させた基板を作製し比較した。それぞれサンプルの室温 PL発光スペクトルを図 2に示す。GaN上のも

のと比較して InGaN 上のものは長波長シフトかつ強度が改善されていた。しかし発光ピークの内訳は

MQWの発光と下地層 InGaNの DEEP発光の両方が考えられる。 
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図 2 室温 PLスペクトル 
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図 1 LED on InGaN構造図 
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